BS 108

N-Kanal-VMOS-Transistor
vom Anreicherungstyp

Besondere Eigenschaften:

hohe Betriebsspannung

hoher Eingangswiderstand

niedrige Gate-Source-Schwellenspannung
kleiner Drain-Source-Widerstand

kurze Schaltzeiten

keine Minoritatstrager-Speicherzeit
ansteuerbar durch CMOS-Schaltungen
keine thermische Instabilitat

kein second breakdown

speziell geeignet flr Telefonschaltungen

Auf besonderen Wunsch werden diese Transistoren auch mit

)

4LEP e

min.12.5- 46—

[

max 055¢

Kunststoffgehduse 10 D 3

nach DIN 41868 (=~ TO-92)

Gewichtca. 0,18 g

der AnschluBkonfiguration TO-18 gefertigt. MaBe in mm
Grenzwerte
Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung Ubss - 200 - Y
Drain-Gate-Spannung Ubas 200 \
Gate-Source-Spannung Uas +25 \
Drain-Strom (dauernd) I 230 mA
Verlustleistung bei Tg = 25°C Piot 0,83 w
Kristalltemperatur T; 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts -55...+150 °C
Inversdiode
Symbol Wert Einheit
Max. DurchlaBstrom (dauernd) le 0,75 A
bei Ty =25°C
DurchiaBspannung (typ.) Ue 0,85 \
beilUgs =0,lr=0,75A,T,=25°C
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BS 108

Kennwerte bei T, = 25 °C

N Symbol min. typ. max. Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung Usr)pss 200 230 - Y
beilp = 100 /..LA, UGS =0
Gate-Reststrom lass - - 10 nA
bei UGS =15V, UDS =0
Drain-Reststrom
bei Ups = 130 V, Ugs = 0 loss - - 1 HA
bei Ups = 70 V, Ugs = 0,2V Ipsx - - 25 LA
Gate-Source-Schwellenspannung Ugs (o) - 0,8 - \
bei UGS = UDSy Ib=1mA
Drain-Source-Widerstand Tos(oN) - 5,6 8 Q
bei UGS =28 V, ID =100mA
Warmewiderstand Kristall - umgebende Luft Rinu - 150 - K/W
Kapazitaten
beilUps =20V, Ugs =0,f=1MHz
Eingangskapazitat Ciss - 220 - pF
Ausgangskapazitit Coss - 20 - pF
Ruckwirkungskapazitét Crss - 5 - pF
Schaltzeiten
bei ip = 200 mA
Einschaltzeit ton - 10 - ns
Ausschaltzeit toff - 10 = — .4 - ns

Zuléssige Verlustleistung Ausgangskennlinien
in Abhéngigkeit von der gemessen mit 80-us-Impulsen. Tastverhiltnis 1%
Temperatur
Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdrahte in 2 mm Abstand
vom Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden
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BS 108

Ausgangskennlinien

gemessen mit 80-us-Impulsen, Tastverhaltni

s 1%

Drain-Source-Strom
in Abhéngigkeit von der
Gate-Source-Schwellenspannung
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BS 108

Drain-Soyrce-Strom (normiert)
in Abhangigkeit von der

Umgebungstemperatur
BS 108
104
Inen=_DstTu)
DS psl25°C)
103 T
Ipgn
Ups=130V
102 4

/

107 /

1072

=100 0 100 200 °C

Drain-Source-Widerstand (normiert)
in Abhangigkeit von der
Umgebungstemperatur
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Drain-Source-Widerstand
in Abhangigkeit von der
Gate-Source-Spannung
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Transmittanz
in Abhdngigkeit von der
Gate-Source-Spannung

gemessen mit 80-us-Impulsen, Tastverhaltnis 1%
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BS 108

Transmittanz
in Abhéngigkeit vom Drain-Strom

gemessen mit 80-us-Impulsen, Tastverhiltnis 1%
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Kapazitaten
in Abhéngigkeit von der
Drain-Source-Spannung
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BS 109

N-Kanal-VMOS-Transistor
vom Anreicherungstyp

Besondere Eigenschaften:

hohe Betriebsspannung

hoher Eingangswiderstand

niedrige Gate-Source-Schwellenspannung
kleiner Drain-Source-Widerstand

kurze Schaltzeiten

keine Minoritatstrager-Speicherzeit
ansteuerbar durch CMOS-Schaltungen
keine thermische Instabilitat

kein second breakdown

speziell geeignet fiir Telefonschaltungen

Auf besonderen Wunsch werden diese Transistoren auch mit

1
3

MmN 12,5 46 -

I

max (559

Kunststoffgehause 10 D 3

nach DIN 41870 (= TO-92)

Gewichtca. 0,18 g

der AnschluBkonfiguration TO-18 gefertigt. MaBe in mm
Grenzwerte
Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung Ubss 300 \
Drain-Gate-Spannung Upas 300 Vv
Gate-Source-Spannung (gepuist) Uas +25 \Y
Drain-Strom (dauernd) Ip 150 mA
Verlustleistung bei Tg = 25°C Prot 0,83 w
Kristalltemperatur T; 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts -55...+150 °C
Inversdiode
Symbol Wert Einheit
Max. DurchlaBstrom (dauernd) I 0,75 A
bei Ty = 25°C
DurchlaBspannung (typ.) Ur 0,85 \
beilUgs =0, =0,75A,Tj = 25°C

154




BS 109

Kennwerte bei T, = 25 °C

~

Symbol min. typ. max. Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung UBr)Dss 300 330 - \
beilp =100 /.LA, UGS =0
Gate-Reststrom lgss - — 10 nA
bei UGS =15V, UDS =0
Drain-Reststrom
beiUps =240V, Ugs =0 Ipss - - 1 HA
Gate-Source-Schwellenspannung Ugs (o) - 2,5 - \
bei Ugs = Ups, Ip =1 mMA
Drain-Source-Widerstand IDS(ON) - 13 20 Q
bei UGS =5V, ID =100 mA
Warmewiderstand Kristall - umgebende Luft Rinu - 150 - K/W
Kapazitaten
bei UDS =20V, Ugs =0, f=1MHz
Eingangskapazitat Ciss - 220 - pF
Ausgangskapazitat Coss - 20 - pF
Ruckwirkungskapazitzt Crss - 5 - pF
Schaltzeiten
beiUgs =10V, Ups =10V, Rp = 100 Q
Einschaltzeit ton - 15 - ns
Ausschaltzeit tott - 40 - ns
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BS 209

P-Kanal-VMOS-Transistor
vom Anreicherungstyp

Besondere Eigenschaften:

hohe Betriebsspannung

hoher Eingangswiderstand

niedrige Gate-Source-Schwellenspannung
kleiner Drain-Source-Widerstand

kurze Schaltzeiten

keine Minoritatstrager-Speicherzeit
ansteuerbar durch CMOS-Schaltungen
keine thermische Instabilitat

kein second breakdown

Auf besonderen Wunsch werden diese Transistoren auch mit
der AnschluBkonfiguration TO-18 gefertigt.
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max 0559

Kunststoffgehduse 10 D 3

nach DIN 41870 (= TO-92)

Gewichtca. 0,18 g

MaBe in mm
Grenzwerte
Symbol Wert Einheit
Drain-Source-Spannung —Upss 300 Y
Drain-Gate-Spannung —Upgs 300 \
Gate-Source-Spannung Ugs =20 \
Drain-Strom (dauernd) —lp 120 mA
Verlustieistung bei Tg = 25 °C Piot 0,83 w
Kristalitemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts -55...4+150 °C
Inversdiode
Symbol Wert Einheit
Max. DurchlaBstrom (dauernd) I 0,22 A
bei T, =25°C
DurchlaBspannung (typ.) Ue 0,85 \Y
beiUgs =0, 1 =0,22A, T; =25°C
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BS 209

Kennwerte bei T; = 25 °C

-

Symbol min. typ. max. Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung —U@Rripss 300 330 - A
bei~lp = 100 uA, Ugs =0
Gate-Reststrom —lass - - 10 nA
bei—Ugs =15V, Ups =0
Drain-Reststrom
bei-Ups =240V, Ugs =0 —lpss - - 1 uA
Gate-Source-Schwellenspannung —Uas o) - 4 - \"
bei UGS = UDSy_ID =1mA
Drain-Source-Widerstand IDS(ON) - 20 30 Q
bei —Ugs = 10V, —Ip = 100 mA
Warmewiderstand Kristall — umgebende Luft Rinu - 150 - K/W
Kapazitaten
bei—Ups =20V, Ugs =0, f=1MHz
Eingangskapazitat Ciss - 270 - pF
Ausgangskapazitét Coss - 20 - pF
Riickwirkungskapagzitat rss - 5 - pF
Schaltzeiten bei —lp = 200 mA, —Ugs = 10V
Einschaltzeit ton - 15 - ns
Abfallzeit t - 40 - ns
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